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１．概要（Summary） 

一対の電子正孔チャネルを有するAlGaAs/GaAs/ 

AlGaAsヘテロ構造のスーパー接合(SJ)は，高耐圧で低

オン抵抗なパワーデバイスに好適である[5-1]．我々は，

豊田工業大学共同クリーンルームに設置されたナノテク

支援プラットフォームの装置を利用して，ドナーとアクセプ

ターをGaAsチャネルにドープしたヘテロ構造SJダイオー

ドの研究を進めた．今年度は，高耐圧特性改善のため，

残留アクセプター濃度を差し引いたアクセプターのドー

ピングにより，空間電荷を揃える検討を行った[5-2]． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

原子層堆積装置，マスクアライナ装置，洗浄ドラフト一式，

エリプソメータ―，表面形状測定器(段差計)，スパッタ蒸

着装置，抵抗加熱蒸着装置 

 

【実験方法】 

AlGaAs/GaAs/AlGaAs構造は，有機金属気相成長法

によりGaAs基板上に形成した．GaAsチャネルの下面に

ドープしたドナー濃度は1.1×1012 cm-2である．アクセプ

ター濃度は，1015 cm-3オーダーの残留アクセプターを想

定して，0.8×1012 cm-2から1.0×1012 cm-2の範囲での

ドーピングを検討した． 

ダイオードの作製方法を以下に記す．まず，原子層堆

積装置にSiO2膜を成膜した．次にマスクアライナ装置を

用いてパターンの転写を行い，フッ酸緩衝液によって

SiO2膜を除去した．そして，H2SO4系エッチャントによる

素子分離を行った．最後に，蒸着装置を用いて，p型およ

びn型オーミック電極を形成した．作製したダイオードのド

リフト領域長(L)は53 µm, 83 µmおよび113 µmである． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig．1に，アクセプターを0.9×1012 cm-2ドープしたダイ

オードの逆方向電流電圧特性を示す．耐圧は逆方向電

流が0.3 µA/mmに到達したときの電圧である．1200 Vの

耐圧をドリフト領域長113 µmで得た．さらに，ドリフト領域

長53 µmと83 µmの耐圧は，それぞれ800 Vと1000 Vで

あり，ドリフト領域長の増加に伴って上昇した．これは，空

間電荷がつり合うことで，逆方向電圧印加時に均一な電

界が形成されたことを示唆する． 

 

Fig．1 Reverse IV characteristics of fabricated iodes. 
 

４．その他・特記事項（Others） 

上記のSJダイオードの研究に加えて，ノーマリオフ動作

AlGaN/GaN高電子移動度トランジスタ(HEMT)やGaN

基板上AlGaN/GaN HEMT，p型GaNへの低接触抵抗

オーミック電極の研究成果を，JJAPでの論文発表，春季

応物学会やISPlasma2020などで発表した．加えて，修

士2名と学部3名の修了・卒業論文の研究に貢献した． 
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